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Vision

초일류글로벌반도체기업
제조 IP (인텔, 삼성) + 디자인 IP (Qualcomm, arm)

기업소개

CI

하나의점이 3개의연결을갖는 3진법 Cell로형상화
+ 지구를상징하는구형의이미지

더많은정보를더적은에너지로처리가가능한
Ternary electronic cell이미래반도체의표준기술임을상징

핵심제품 UniBrainTM의경제산업적효과
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기존상용반도체파운드리를활용하여 T-CMOS 집적가능
제조 + 디자인 IP기업으로서별도의제조 Fab라인필요없음

핵심보유기술

3진법반도체원천기술 : Ternary CMOS

electron
hole

발상의전환 :   OFF-상태정전류 → 정적-동적소모전력모두감소

* Jeong, Jae Won, et al. “Tunnelling-based 

ternary metal-oxide-semiconductor 

technology.” Nature Electronics 2(7), (2019)

* T-CMOS 제작방법특허
24건출원완료 (3건등록예정)
2건추가출원진행중

Ternary CMOS 도식 대면적Wafer 집적 Node별 SNM 검증

8-inch (200 mm) : 110-/90-nm 공정
12-inch (300 mm) : 28-nm 공정

Advanced 공정 node 적용
➔ Scalability 강화입증
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핵심보유기술

Tiny AI 향 Processing-in-Memory 시스템설계기술

3진법기능성메모리 : TritCellTM

미래자동차산업 90%비중차지할전장부품지능화, 스마트시티의 AIoT 반도체수요
대응

OFF-상태동작하는초절전 3진법메모리입증및Macro 설계 IP 확보

• 4종류 TritCellTM Array 제작 (512x128,128x128, 64x64, 32x32 )

• Ternary Data 처리 Peripheral 회로설계
(Sense Amplifier, WRITE Driver, Decoder 등)

Die Photograph

회로도 (기존 2진 SRAM과동일)

TritCellTM동작특성검증

TritCellTM Macro 동작검증

Array 검증위한측정시스템과 Readout 결과

3개상태쓰기, 저장, 읽기특성검증

3진가중치 Cell

3진가중치 Cell

연산가속기회로

•초절전고연산효율 AI HW 설계
−1000배이상의대기전력절감실현
−연산효율 300배이상제고
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